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Abstract 
This work presents the formation of porous silicon by photo-electrochemical 

processes using diode laser 514 nm, 2mW, under different etching times. The time 

dependence of porosity values, layer thickness, pore diameter, pore shape ,wall 

thickness, and etching rate were studied based on SEM images. 

 

 دراسة خصائص بلورات السيليكون النانوية المحضرة بطريقة التنمش الرطب
 
 

 الخلاصة
 انكٓزٔكًٍٍائٍة انطزٌقة باستخذاو انًسايً انسهٍكٌٕ تصٍُع أ تكٌٍٕ ٌتضًٍ انعًم ْذا

 ٔاط يهً 2 ٔطاقتّ َإَيتز 514 انًٕجً طٕنّ نٍشري ثُائً استخذاو انى بالاضافة انًحتثة

يختهفة تفاعم اسياٌ تاثٍز تحت  طبقة ٔسًك انتفاعم سيٍ عهى انًسايٍة اعتًادٌة دراسة تى

 جذار ٔسًك انًساية شكم دراسة تى كًا انًساية قطز حساب ٔتى كًا انًتكَٕة انًساية
SEM صٕر عهى بالاعتًاد تًت انذراسة ْذِ انتًٍُش ٔيعذل انًساية 
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